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１．概要（Summary） 

呼気中には肺ガンや糖尿病などの病気診断のための

バイオマーカーとして使用可能な揮発性有機化合物

(Volatile Organic Compounds)が数 ppb レベルで含ま

れている[1]。呼気中の VOC を検出可能なガスセンサの

開発が現代社会において求められている。そこで、

MOSFET を用いたガスセンサの開発を目指し、豊田工

業大学ナノテクプラットフォームの設備を利用して半導体

プロセスにおいて重要プロセスであるイオン注入を行っ

た。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

イオン打ち込み装置 
【実験方法】 

イオン打ち込み装置を用いて半導体基板にイオン注入

を行った。閾値電圧制御のための基板全面へのイオン注

入とソース・ドレイン領域形成のためのイオン注入の 2 種

類行った。ドーピング濃度は全面へのイオン注入の際は1
×1017 cm-3、ソース・ドレイン領域形成の際は 5×1019 
cm-3 狙いでイオン注入を行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製したデバイスの断面イメージを示す(Fig. 1)。 

 
Fig. 1 Device image 

 作製したデバイスの電気特性を以下に示す(Fig. 2)。 
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Fig. 2 Id-Vg characteristics 

 Fig. 2 より、チャネル長が短くなると短チャネル効果によ

り閾値電圧が正方向にシフトしている。短チャネルにおい

てはソース・ドレイン領域のドーピング濃度が濃いことから

チャネル領域への拡散が起こり閾値電圧にも影響を与え

ていると考えられる。 
 今回のイオン注入により、比較的トランジスタとしての特

性の良い n 型 MOSFET を作製することができた。 
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